
UKD 621.31\3.53 

NORMA BRANŻOWA BN-77 
3375-44 

ELEMENTY Elementy optoelektroniczne 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Arkusz 02 

Fototranzystory 
Metoda pomiaru prqdu ciemnego IeEO 

1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza nor­

my jest metoda pomiaru natężenia prędu ciemnego fototran_ 

zys"torów (z wyprowadzonę lub niewyprowadzonę baz~) 

przeznaczonych do detekcji promieniowania elektromagne_ 

tycznego w zakresie widmowym od A = O, 4,AJm do A = l,8.um, 

2, Układ pomiarowy 

KST 
1811="/3375-44/021 

z- zasilacz prędu stałego; A_ amperomierz; V- wolto­

mierz; FT _ mierzony fototranzystor; KST _ tennostatycz-

na komora światłoszczelna , 

3, Wymagania dotycz!!ce elementów układu pomiarowego 

a) temperaturę obudowy mierzonego fototranzystora na­

leży utrzymywać w granicach ±O,5
0
C, 

b) wilgotność względna w komorze światłoszczelnej nie 

powinna być większa niż 75%, 

c) komora światłoszczelna powinna izolować fototranzy_ 

G.upa katalogowa XIX 29 

:1 % dla natężeń pr~dów większych od l.uA, 

±3% dta natężeń prędów od 100 nA do 1 AJA, 

0:5% dla natężeń prędów od 10 nA do 100 nA, 

:1:10% dla natężeń prędów od 1 nA do 10 nA, 

e) błęd woltomierza powinien być mnle)szy niż :1:1 %, 

f) układ powinien umożliwić pomiar lCEO z błędem nie 

większym niż ±20%, 

4, Kolejność czynności przy pomiarze 

a) umieścić mierzony fototranzystor FT w uchwycie znaj.. 

dujęcym się w termostatycznej komorze światłoszczelnej 

KST , 
b) w przypadku fototranzystora z wyprowadzonę bazę na­

leży odizolować wyprowadzenie bazy od napięcia zewnętrz-

nego, 

c) włęczyć fototranzystor, ustalajęc wymaganę wartość 

napięcia pomiarowego VCE i odczytać jego wartość na wol­

tomierzu V , 

d) ustawić wymaganę temperaturę pomiarowę w komorze 

KST, 

e) sprawdzić wartość napięoialJcE ewentualnie skory­

gować, 

f) odczytać wartość parametru lCEO na miernikuA , 

5, Wyniki pomiaru, Normy przedmiotowe powinny okreś-

stor od promieniowania elektromagnetycznego o gęstości lać: 

mocy promieniowania większej niż O, l,AJw/cm
2 

w zakresie 

widmowym od A= O, l.um do ). = " 8AJm, 

d) miernik prędu stałego powinien stanowić obwód Zwar­

ty, a jeśli to nie jest możliwe, należy uwzględnić spadek 

napięcia na mierniku A ; błęd powstaty z przyczyn miernika 

prędu stałego powinien być mniejszy niż: 

a) wartość napięcia stałego UCE, przy którym wykonuje 

się pomiar, 

b) temperaturę otoczenia fototranzystora tamb, jeżeli pG­

miar wykonuje się w temperaturze innej niż t amb- 25:0,:S°C~ 

c) czas konieczny do stabilizacji warunków termicznych 

po wł~czeniu fototranzystora, 

KONIEC 
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